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１．概要（Summary）
熱インプリントは、予め用意した微細かつ立体的な

構造を持つスタンプ（モールド）を加工する材料に押

し付け微細なパターンを転写する技術である。この技

術は、低コスト・ハイスループットの可能性を秘めて

いるため、様々な分野の微細加工に応用可能である。

本研究では、実装分野における配線作製に向けて、

ビルドアップ樹脂を用いた熱インプリントプロセス

による高アスペクト比微細ビア電極の作製手法を提

案する。ビルドアップ樹脂を用いることで、従来用い

られていた感光性材料による特性上の課題を克服し、

また、熱インプリントプロセスにより、従来技術では

実現が難しかった微細化・高アスペクト化されたビア

電極を容易に作製できると考えた。

２．実験 （Experimental）
【利用した主な装置】

両面マスクアライナー、Deep-RIE 装置、簡易インプリント

装置、CCP-RIE 装置、精密めっき装置×3 台

【実験方法】

高アスペクト比微細ビア電極の作製プロセスの概要を

Fig. 1 に示す。まず、電解めっきのためのシード層を形成

する。次に、熱インプリントによる高アスペクト比微細ビア

ホールを形成するため、高アスペクト比の微細ピラーパタ

ーンを有するインプリントモールドを作製する。そして、熱

インプリントによりビルドアップ樹脂上に高アスペクト比微

細ビアホールを形成する。その後、O2/CHF3 プラズマに

より熱硬化性樹脂とシリカフィラーを含む異種材料の残膜

を同時にエッチングする。最後に、Au 電解めっきで高ア

スペクト比微細ビア電極を形成する。

Fig. 1 Proposed process of the high-aspect-ratio fine 

interconnect vias: (a) seed layer deposition, (b) thermal 

imprint, (c) removing residual layer, and (d) Au 

electroplating.

３．結果と考察（Results and Discussion）

電解めっき後のビア電極の断面走査型電子顕微鏡

（SEM）画像を Fig. 2 に示す。これより、ボイドなく Au ビ

ア電極が形成されていた。最終的なビア電極のサイズは、

直径 1.2 μm、高さ 6.6 μm、ピッチ 5.0 μm であった。以

上から、熱インプリントプロセスとビルドアップ樹脂を組み

合わせることにより、アスペクト比 5.5 の高アスペクト比微

細ビア電極を実現することに成功した。

Fig. 2 Cross-sectional SEM images of the fabricated 

interconnect vias after electroplating.

最後に、ビルドアップ樹脂を用いたビア電極の達成度

を Table 1 に示す。本研究では、従来の手法に比べ最大



アスペクト比と最小直径を有するビア電極を実現すること

ができ、今回提案した手法が、ビルドアップ樹脂を用いた

ビア電極配線の微細化・高アスペクト化に有用であること

が分かる。

Table 1 Comparison of fabrication method of interconnect 

vias with build-up resin.
Diameter 

[µm]
Aspect 
ratio

Proposed method 1.2 5.5
Han-Ping’s lithography and 

dry etching 1.5 No data

Seunghyun’s imprint 22 1.0

UV laser 20 3.8

CO2 laser Sub 50 0.5
Morikawa’s lithography and 

dry etching 50 0.6
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